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Indagine chimico-fisica di reperti di interesse
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Ciclodestrine (CD): i pit
importanti composti
organici che formano
“complessi di inclusione”
con molecole “ospiti

(quest)”
Applicazioni in campo farmaceutico, cosmetico, alimentare..
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' dermalogica

Nanospugne a  base  di
ciclodestrina (CDNS): polimeri
reticolati a base di CD capaci di
generare hydrogels




| Fisica biomedica
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Tecniche di spettroscopia di fotoemissione a raggi X (XPS)
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idrogeno... y Diagnostica chimico-fisica, su scala micro e nanometrica di

superfici solide, polveri e di strutture a film sottili multistrato.

Si analizzano la mappatura
composizionale superficiale su
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Nd:Yag laser, 1064 nm, 9 ns, 700 mJ, 1 mm? spot, 10 Hz repetition rate, Tantalum
target, Roto-translant target, E,=1 keV/z, z=10 charge states, I,,,= 20 mA

Plasma di Ta prOdOttO da N ‘ 3 - Proton beam source
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Spettroscopia a raggi X prodotti da plasma
(Streak camera CCD)

Monitoring radiations emitted from laser generated plasma
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TOF techniques (High fluxes)
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. Nuowvi tipi di rivelatori

Diamond-Detector SiC-detector

4HSIC energy gap = 3.23eV
Electron-hole pair gener. energy = 7.79 eV (4HSiC)
« Energy per pair (E) 13.2eV Epilayer thickness = 80 ym
. ’ N-concentration = 2 x 10* cm™
* Charge prod. in dv : dg= e dx/L, (e =charge; L,= det. Tick.) Temperature Tl: 1570°C
« Charge collection distance 5 (CCD): 8 = (1, + ty)TE ; C/Si =0.6
N = collection efficiency (M=Q/Qp): (Sand n are related) i;:;:;iﬁ:fm Si metallization = 2000 A

* Band gap = 5.3 eV (e"and h* charge carrier)

Al Metallization: 0-200 nm

Substrate = 320 um, doping 7 x 108 em?

TOF — Measurements
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